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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2010 064 495.1

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 25. November 2014 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dr. Stréf3ner, der Richter Brandt und Dr. Friedrich und der Richte-

rin Dr. Hoppe

BPatG 154
05.11



beschlossen:

1. Der angefochtene Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse
HO1L des Deutschen Patent- und Markenamts vom
10. Juli 2012 wird aufgehoben.

2. Die Anmeldung wird zur weiteren Prifung an das Deutsche

Patent- und Markenamt zuriickverwiesen.

Grinde

Die vorliegende Anmeldung 10 2010 064 495 ist als Ausscheidungsanmeldung
aus der am 6. Juli 2010 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten
Patentanmeldung 10 2010 017 768 hervorgegangen. Sie tragt die Bezeichnung
,Halbleiter-Bauelement* und nimmt die Prioritat US 12/536 712 vom
6. August 2009 in Anspruch.

In der Stammanmeldung 10 2010 017 768 hat die Prufungsstelle fur Klasse HO1L
im Erstbescheid vom 26. September 2011 zunachst die mangelnde Einheitlichkeit
der Patentanmeldung geriigt und die Anmelderin zur Herstellung der Einheitlich-
keit aufgefordert. Zudem hat die Prufungsstelle in diesem Bescheid auf den Stand

der Technik gemald den Druckschriften

D1 US 6323062 A
D2 JP 8 — 070 081 A und
D3 DE 10 2006 036 728 Al



verwiesen und u. a. dargelegt, ein Halbleiterbauelement mit den Merkmalen des
selbstandigen Anspruchs 20 sei aus der Fig. 9 der Druckschrift D3 bekannt, so
dass das entsprechende Halbleiterbauelement nicht neu und daher nicht patentfa-

hig sei.

Mit Erklarung vom 10. Mai 2012 hat die Anmelderin daraufhin die ,Teilung” der
Anmeldung erklart und hierzu eine Beschreibung mit S. 1 - 23, Figuren 1 - 9 und
Ansprichen 1 - 6 eingereicht, wobei der Anspruch 1 mit dem urspringlichen An-
spruch 20 und die ubrigen Anspriche 2 bis 6 mit den ursprunglichen Anspri-
chen 21 bis 25 identisch sind. Mit Beschluss vom 10. Juli 2012 hat die Prifungs-
stelle die ,Teilanmeldung“ unter Hinweis auf ihre Darlegungen zum Anspruch 20
im Erstbescheid der Stammanmeldung zuriickgewiesen und in ihrer Begriindung
dargelegt, dass der Gegenstand des mit diesem Anspruch wortgleichen An-
spruchs 1 gegeniiber dem Stand der Technik gemalf3 der Druckschrift D3 nicht neu

sei.

Gegen den ihr am 13. Juli 2012 zugestellten Beschluss hat die Anmelderin mit
Schriftsatz vom 13. August 2012, fristgerecht eingegangen beim DPMA am selben
Tag, Beschwerde eingelegt und diese mit Schriftsatz vom 21. November 2013 be-

grindet.

Ergadnzend zu dem von der Prufungsstelle im Prifungsverfahren zur Stamman-

meldung ermittelten Stand der Technik hat der Senat noch die Druckschriften
D4 US 2005/0150686 Al
D5 DE 10 2009 059 236 Al (nicht vorveroffentlichte altere Anmeldung) und

D6 DE 10 2007 017 831 Al

in das Verfahren eingefthrt.



Die Anmelderin beantragt,

1. den angefochtenen Beschluss der Prufungsstelle fur Klasse
HO1L des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 10. Juli
2012 aufzuheben,

2. ein Patent zu erteilen mit der Bezeichnung ,Halbleiter-
Bauelement®, dem Anmeldetag 6. Juli 2010 und der auslan-
dischen Prioritat US 12/ 536 712 vom 6. August 2009 auf der
Grundlage folgender Unterlagen:

- Patentanspriche 1  und 2, eingereicht am
25. November 2014,

- Beschreibungsseiten 1 bis 23, eingegangen beim
Deutschen Patent- und Markenamt am 10. Mai 2012,
sowie

- 10 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1, 2A bis 2C, 3, 4A
bis 4D, 5A bis 5K, 6A bis 6C, 7A bis 7E, 8, 9, einge-
gangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am
10. Mai 2012.

Sie regt zudem an, die Anmeldung an das Deutsche Patent- und Markenamt zu-

riuckzuverweisen.

Der geltende Anspruch 1 und der auf ihn riickbezogene Unteranspruch 2 lauten:

»1. Halbleiter-Bauelement (10), umfassend:

einen Halbleiterchip (2A), der eine obere Oberflache, eine untere
Oberflache gegentiber der oberen Oberflache, und Seitenoberfla-
chen umfasst, wobei der Halbleiterchip (2A) ferner elektrische

Kontaktelemente (2A.1) auf der oberen Oberflache umfasst,



eine harzbeschichtete Kupferschicht (3), die eine auf einer Kupfer-
schicht (3B) aufgebrachte Harzschicht (3A) umfasst, wobei

der Halbleiterchip (2A) in die Harzschicht (3A) eingebettet ist, so
dass die obere Oberflache und die Seitenoberflachen des Halb-
leiterchips bedeckt sind, und wobei die Kupferschicht elektrisch
leitende Bereiche (3B.1) umfasst, wobei jeder einzelne der
elektrisch leitenden Bereiche (3B.1) elektrisch mit einem der Kon-

taktelemente des Chips verbunden ist, wobei

die Harzschicht (3A) eine erste Oberflache und eine zweite Ober-

flache gegeniber der ersten Oberflache umfasst,

die elektrisch leitenden Bereiche (3B.1) auf der ersten Oberflache

der Harzschicht aufgebracht sind,

die zweite Oberflache der Harzschicht im Wesentlichen koplanar
zur unteren Oberflache des Chips ist, und

die elektrisch leitenden Bereiche (3B.1) jeweils mit einer jeweiligen
elektrischen Verbindung (5) verbunden sind, wobei die elektrische
Verbindung von der ersten Oberflaiche der Harzschicht zu der
zweiten Oberflache der Harzschicht reicht und eine &ul3ere Sei-

tenwand des Halbleiter-Bauelements bildet.

2. Halbleiter-Bauelement nach Anspruch 1, wobei

eine Kontaktmetallisierung zwischen jedem einzelnen der Kon-
taktelemente und dem jeweiligen elektrisch leitenden Bereich vor-
gesehen ist.”

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



1. Die Beschwerde ist zulassig und hat insoweit Erfolg, als der Beschluss der
Prufungsstelle aufgehoben und die Anmeldung zur weiteren Recherche und Pru-
fung an das Deutsche Patent- und Markenamt zuriickverwiesen wird (8 79 PatG).

Die in dem Antrag auf Erteilung eines Patents vom 3. Mai 2012 erklarte ,Teilung"
ist dahingehend auszulegen, dass es sich um eine Ausscheidungsanmeldung
handelt, mit der dem von der Priifungsstelle im Bescheid vom 26. September 2011
erhobenen Einwand der Uneinheitlichkeit (8 34 Abs.5 PatG) begegnet werden
sollte (zur Auslegung vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., 8 34 Rn. 256).

Als Fachmann ist im vorliegenden Fall ein in der Halbleiterindustrie tatiger berufs-
erfahrener Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik mit Hochschul- oder Fachhoch-
schulabschluss anzusehen, der mit der Weiterentwicklung der Aufbau- und Ver-

bindungstechnik von Halbleiterbauelementen betraut ist.

2. Die vorliegende Anmeldung betrifft ein Halbleiter-Bauelement.

Halbleiterchips enthalten Kontaktpads oder Kontaktelemente auf einer oder beiden
ihrer Hauptoberflachen. Bei einem Halbleiter-Bauelement ist der Halbleiterchip in
das Bauelement eingebettet oder darin untergebracht und die Kontaktpads oder
Kontaktelemente des Halbleiterchips sind mit externen Kontaktelementen des
Bauelements verbunden, vgl. S. 1, 1. und 2. Textabs. der geltenden Beschrei-

bungsunterlagen.

Der vorliegenden Anmeldung liegt als technisches Problem die Aufgabe zugrunde,

ein Halbleiter-Bauelement anzugeben, das mit einer niedrigen Anzahl an Prozess-



schritten, einer hohen Bauteilzuverlassigkeit und geringen Prozesskosten herge-
stellt werden kann, vgl. S. 1, 3. Textabs. der geltenden Unterlagen.

Gemal dem geltenden Anspruch 1 wird diese Aufgabe durch ein Halbleiter-Bau-
element gel6st, das einen Halbleiterchip umfasst, der eine obere Oberflache, eine
untere Oberflache gegeniber der oberen Oberflache und Seitenoberflachen sowie
elektrische Kontaktelemente auf der oberen Oberflaiche umfasst. Weiterhin weist
das Halbleiter-Bauelement eine harzbeschichtete Kupferschicht auf, die eine auf
einer Kupferschicht aufgebrachte Harzschicht umfasst, wobei der Halbleiterchip in
die Harzschicht eingebettet ist, so dass die obere Oberflache und die Seitenober-
flachen des Halbleiterchips bedeckt sind, und wobei die Kupferschicht elektrisch
leitende Bereiche umfasst und jeder einzelne der elektrisch leitenden Bereiche
elektrisch mit einem der Kontaktelemente des Chips verbunden ist. Dabei weist
die Harzschicht eine erste Oberflache und eine zweite Oberflache gegeniber der
ersten Oberflache auf, wobei die elektrisch leitenden Bereiche auf der ersten
Oberflache der Harzschicht aufgebracht sind und die zweite Oberflache der Harz-
schicht im Wesentlichen koplanar zur unteren Oberflache des Chips ist. Ferner
sind die elektrisch leitenden Bereiche jeweils mit einer jeweiligen elektrischen
Verbindung verbunden, die von der ersten Oberflache der Harzschicht zu der
zweiten Oberflache der Harzschicht reicht und eine dul3ere Seitenwand des Halb-

leiter-Bauelements hildet.

3. Der geltende Anspruchssatz ist zulassig.

Der geltende Anspruch 1 geht auf die urspringlichen Anspriiche 20 bis 25 zu-
rick. Die gegenuber diesen Ansprichen zusatzlich eingefligte Angabe, dass der
Chip so in die Harzschicht eingebettet ist, dass die obere Oberflache und die
Seitenoberflache bedeckt sind, ist auf S. 14, Zeilen 25 bis 34 der Stammanmel-

dung bzw. S. 14, Zeilen 15 bis 24 der Ausscheidungsanmeldung offenbart.

Die aul3erdem eingefligte Angabe, dass die zweite Oberflache der Harzschicht im



Wesentlichen koplanar zur unteren Oberflache des Chips ist, ist im urspringli-
chen Beschreibungstext zwar nicht explizit offenbart. Diese Eigenschaft ergibt
sich fur den Fachmann jedoch unmittelbar und eindeutig aus den Angaben zum
Herstellungsverfahren des Halbleiter-Bauelements, denn in diesen wird beschrie-
ben, dass nach dem bei erhéhter Temperatur und unter Druck durchgefiihrten
Laminiervorgang das Laminat ,3“ mit dem flie3fahigen Harzmaterial die Chips
einbettet, wobei die erste Hauptflache ,3.1“ dem ersten Trager ,1“ zugewandt ist,
vgl. in der Stammanmeldung S. 8, Zeilen 20 bis 23 bzw. in der Ausscheidungs-
anmeldung S. 8, Zeilen 10 bis 14. Wie die zugehdrige Fig. 2C zeigt, beruhrt die
genannte erste Hauptflache ,3.1“ des Laminats dabei den ebenen ersten Trager,
auf dem die Chips mit ihrer unteren Oberflache angeordnet sind, was zwangslau-
fig dazu fuhrt, dass die entsprechende Oberflache der Harzschicht koplanar zur
unteren Oberflache der Chips ist. In gleicher Weise ergibt sich dies auch aus dem
Text auf S. 14, Zeilen 25 bis 34 der Stammanmeldung bzw. S. 14, Zeilen 15 bis
24 der Ausscheidungsanmeldung i. V. m. Fig. 5C bis 5J, wobei Fig. 5J das fertige
Halbleiterbauelement zeigt, bei dem die Chipunterseite und die untere Oberflache

des Laminats koplanar sind.

Auch die zusatzliche Angabe, dass die elektrische Verbindung ,eine aullere Sei-
tenwand des Halbleiterbauelements® bildet, findet im Text keine explizite Stitze.
Dieser Sachverhalt ergibt sich fur den Fachmann jedoch unmittelbar und eindeutig
daraus, dass durch einen Metallisierungsvorgang elektrische Verbindungsab-
schnitte ,5“ hergestellt werden, die beim Vereinzeln der Chips des Wafers durch-
gesagt oder durchgeatzt werden, wonach die Halbleiter-Bauelemente vom Trager
,4“ geldst werden, vgl. S. 16, Zeile 31 bis S. 17, Zeile 17 der Stammanmeldung
bzw. S. 16, Zeile 21 bis S. 17, Zeile 8 der Ausscheidungsanmeldung, wobei die
Fig. 51 und 5J zeigen, dass die nach diesem Vereinzelungsvorgang verbleibenden

elektrischen Verbindungen die Seitenwande des Halbleiterbauelements bilden.

Der zugehdrige Unteranspruch 2 ist durch den Anspruch 21 des urspringlichen

Anspruchssatzes gedeckt.



4. Der bisher ermittelte Stand der Technik steht dem Halbleiter-Bauelement

nach Anspruch 1 nicht patenthindernd entgegen.

4.1 Die Druckschrift D3 offenbart in Ubereinstimmung mit der Lehre des An-
spruchs 1 ein Halbleiterbauelement mit einem Halbleiterchip, der eine obere
Oberflache, eine untere Oberflache gegenlber der oberen Oberflache und Seiten-
oberflachen sowie elektrische Kontaktelemente auf der oberen Oberflache um-
fasst. Weiterhin weist das Halbleiter-Bauelement eine harzbeschichtete Kupfer-
schicht in Form eines RCC (resin coated copper) - Laminats auf, das eine auf ei-
ner Kupferschicht aufgebrachte Harzschicht umfasst, wobei der Halbleiterchip in
die Harzschicht eingebettet ist, so dass die obere Oberflache und die Seitenober-
flachen des Halbleiterchips bedeckt sind. Dabei weist die Harzschicht eine erste
Oberflache und eine zweite Oberflache gegenuber der ersten Oberflache auf, wo-
bei die zweite Oberflache der Harzschicht im Wesentlichen koplanar zur unteren
Oberflache des Chips ist. Die Kupferschicht umfasst elektrisch leitende Bereiche,
die auf der ersten Oberflache der Harzschicht aufgebracht sind, wobei jeder ein-
zelne der elektrisch leitenden Bereiche elektrisch mit einem der Kontaktelemente
des Chips verbunden ist. Zur Herstellung dieser Halbleiter-Bauelemente kénnen
die Chips bereits vereinzelt und auf eine Leiterplatte aufgebracht sein, es kann
aber auch ein gesamter Wafer mit den in diesem integrierten Chips mit dem RCC-
Laminat bedeckt werden, wobei hier die Halbleiter-Bauelemente nach dem (in der
Druckschrift D3 nicht genannten, aber zwangslaufig notwendigen) Zerteilen des
Wafers in die einzelnen Chips vorliegen (Die vorliegende Erfindung betrifft ein
Verfahren zur elektrischen Kontaktierung ein oder mehrerer mikroelektronischer
Bauelemente, die auf einem Substrat aufgebracht oder in ein Substrat integriert
und elektrische Kontaktflachen aufweisen, die an einer Oberflache des Substrates
zuganglich sind. Bei dem Verfahren wird eine Metallfolie oder Metallschicht mittels
eines isolierenden Bindemittels mit der Oberflache des Substrates verbunden und
ein elektrischer Kontakt zwischen der Metallfolie oder Metallschicht und den

elektrischen Kontaktflachen hergestellt. Hierzu werden auf die Kontaktflachen der
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mikroelektronischen Bauelemente elektrisch leitfahige Kontaktierungshoécker auf-
gebracht, die eine beim Verbinden der Metallfolie mit der Oberflache des Sub-
strates durch das Bindemittel gebildete Schicht vollstandig durchdringen und
durch Einwirkung von Druck und/oder Temperatur wahrend des Verbindens den
elektrischen Kontakt zwischen der Metallfolie oder Metallschicht und den elektri-
schen Kontaktflachen herstellen. Das vorliegende Verfahren erméglicht eine kos-
tengunstige elektrische Kontaktierung von mikroelektronischen Bauelementen,
beispielsweise auf Leiterplattenlagen, ohne die Notwendigkeit der Erzeugung von
Mikroléchern / Zusammenfassung // Fig. 1 zeigt stark schematisiert ein erstes
Beispiel fir eine Ausgestaltung des vorliegenden Verfahrens, bei dem ein auf ei-
ner Leiterplattenlage 1 aufgebrachter Halbleiterchip 2 kontaktiert werden soll. Der
Halbleiterchip 2 ist hierzu mit seiner Rickseite Uber eine in der Figur nicht erkenn-
bare Klebeschicht mit der Oberflache der Leiterplattenlage 1 verbunden. Die
Kontaktflachen des Halbleiterchips 2 zeigen nach oben, d. h. sie sind auf der der
Oberflache der Leiterplattenlage 1 abgewandten Oberflache des Halbleiterchips 2
angeordnet. Vor dem Aufkleben des Halbleiterchips 2 auf die Leiterplattenlage 1
wird auf die elektrischen Kontaktflachen des Halbleiterchips mit einem bekannten
Verfahren, beispielsweise mittels Schablonendruck oder durch Tauchbelotung,
jeweils ein Lothocker 3 aufgebracht. Hierzu wird im vorliegenden Beispiel ein Lot-
material mit einer Schmelztemperatur von 220° gewahlt. Fig. 1 zeigt den Aufbau
nach dem Verbinden des Halbleiterchips 2 mit der Leiterplattenlage 1 , wobei die
nach oben ragenden Lothocker 3 zu erkennen sind. Anschlie3end wird im vorlie-
genden Beispiel eine Lage RCC-Laminat 7, die sich aus einer Kupferfolie 5 mit
einer Polymerschicht 4 zusammensetzt, auf die Oberflache der Leiterplattenlage 1
mit dem Halbleiterchip 2 auflaminiert. In diesem Laminierprozess, der hier bei ei-
ner Temperatur von 200°C durchgefuhrt wird, erweicht das Polymer 4 des Lami-
nats 7 und umflie3t den Halbleiterchip 2. Gleichzeitig drickt sich das Lot der Lot-
hocker 3 durch das weicher werdende Polymer 4 und wird dann bei ansteigender
Temperatur ebenfalls weich oder fliissig, wobei es sich mit der Unterseite der
Kupferfolie 5 verbindet. Kuhlt sich der Aufbau anschliel3end wieder ab, so erstarrt

das Lot und eine elektrische Verbindung zwischen den Kontakten des Halbleiter-
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chips 2 und der Kupferfolie 5 des Laminats 7 ist entstanden / Abschnitte [0028]
und [0029] i: V: m: Fig. 1 // Fig. 4 zeigt eine weiteres Beispiel, bei dem das Sub-
strat ein Halbleiterwafer 9 ist, in den die Halbleiterchips in bekannter Weise inte-
griert sind. Auch hier werden zunachst auf die oben liegenden Kontaktflachen der
Halbliterchips Lothécker 3 aufgebracht, wie dies bereits bei den vorangegangenen
Ausfuhrungsbeispielen erlautert wurde. AnschlieRend erfolgt der Verbindungspro-
zess mit einer Kupferfolie 5 durch das Auflaminieren eines RCC-Laminats 7 / Ab-
schnitte [0032] und [0033] i: V: m: Fig. 4).

Abweichend von der im letzten Merkmal des Anspruchs gegebenen Lehre sind die
elektrisch leitenden Bereiche hier jedoch nicht mit einer elektrischen Verbindung
verbunden, die von der ersten Oberflache zur zweiten Oberflache der Harzschicht
reicht. Eine solche Verbindung ist bei dem Bauelement nach der Druckschrift D3
nicht vorgesehen. Damit weist das Halbleiterbauelement nach der D3 auch keine

aus dieser Verbindung gebildete Seitenwand auf.

Die Druckschrift D6 offenbart ein Halbleiterbauelement, bei dem der Chip in einen
Fotolack eingebettet ist, der fotolithografisch strukturiert und metallisiert wird, so
dass auf der oberen Oberflache der Fotolackschicht elektrisch leitende Bereiche
gebildet werden, die mit Kontaktelementen auf dem Chip verbunden sind. Ein Tell
dieser elektrisch leitenden Bereiche ist mit Verbindungen verbunden, die von der
ersten Oberflache der Fotolackschicht zur zweiten Oberflache der Fotolackschicht
reichen (In Fig. 7 ist ein Modul 700 gezeigt, das eine Weiterbildung des in Fig. 1B
gezeigten Moduls 100B darstellt. Das Modul 700 enthalt einen Halbleiterchip 701
mit einem Kontaktelement 702 auf einer Hauptoberflache 703 und Kontaktele-
menten 704 und 705 auf einer Hauptoberflache 706 . Der Halbleiterchip 701 ist auf
einen Tréger 707 aufgebracht, der beispielsweise aus Kupfer besteht und eine
planare Oberflache aufweist. Das Kontaktelement 702 kann mit dem Trager 707
beispielsweise durch Diffusionsloten oder mittels eines leitenden Klebers verbun-
den sein. Der Halbleiterchip 701 und der Trager 707 sind mit einer Schicht 708
aus Fotolack Uberzogen. Die Fotolackschicht 708 kann durch eine Schablone oder
mittels Spin-Coating aufgebracht worden sein. Die Fotolackschicht 708 ist foto-
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lithografisch strukturiert und metallisiert worden. Dabei wurden Aul3enkontaktele-
mente 709 ,710 und 711 geschaffen, welche mit den Kontaktelementen 704 und
705 bzw. dem Trager 707 verbunden sind. Das Aul3enkontaktelement 709 kann
sich Uber den Rand des Halbleiterchips 701 hinaus Uber den Trager 707 erstre-
cken. Der Halbleiterchip 701 kann insbesondere ein vertikaler Leistungs-MOSFET
sein, wobei das Kontaktelement 702 der Drain-Anschluss, das Kontaktelement
704 der Source-Anschluss und das Kontaktelement 705 der Gate-Anschluss sind.
Das Modul 700 kann in entsprechender Weise zu dem in Fig. 6 gezeigten Modul
600 gefertigt werden, d. h. es werden mehrere Halbleiterchips 701 auf einen Tra-
ger 707 aufgebracht, die Halbleiterchips 701 werden mit einer Fotolackschicht 708
uberzogen, die Aul3enkontaktelemente 709 bis 711 werden hergestellt und erst
danach werden die Module 700 vereinzelt / Abschnitte [0041] bis [0043] i: V: m:
Fig. 7).

Angesichts dieses Standes der Technik liegt es fur den Fachmann zwar nahe, die
elektrisch leitenden Bereiche bei dem Halbleiter-Bauelement nach der Druckschrift
D3 mit Verbindungen zu verbinden, die von der ersten Oberflache zur zweiten
Oberflache der Harzschicht reichen, um - wie bspw. beim Gegenstand der Druck-
schrift D6 - bei vertikalen Leistungs-Halbleiterbauelementen die Unterseite des
Chips anzuschlie3en. Jedoch bildet diese Verbindung bei dem Halbleiter-Bauele-
ment nach der Druckschrift D6 keine &ul3ere Seitenwand des Bauelements, wie es
das letzte Teilmerkmal des entsprechenden Merkmals des Anspruchs 1 angibt.
Wie die Fig. 7 der Druckschrift D6 zeigt, wird die Seitenwand des Bauelements
hier namlich durch die Fotolackschicht (,708“ gebildet, in die der Halbleiterchip
und die genannte Verbindung eingebettet ist.

Auch die weitere Druckschrift D4 gibt hierzu keinen Hinweis, da sie sich lediglich
allgemein mit der Herstellung von Verbindungen zwischen mehreren Leiterbahn-
ebenen einer Multilayer-Leiterbahnanordnung beschaftigt, vgl. hierzu das Abstract.

Insofern kann der bisher ermittelte vorveroffentlichte Stand der Technik das beim
Anspruch 1 verbleibende Teilmerkmal nicht nahelegen.
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4.2  Die nicht vorverdffentlichte Druckschrift D5 ist lediglich im Hinblick auf die
Neuheitsprufung zu wirdigen.

Das in dieser Druckschrift beschriebene Halbleiterbauelement weist zwar eben-
falls einen Halbleiterchip (Halbleiterchips 12) mit Kontaktelementen (Elektroden
23, 24, 25) sowie eine harzbeschichtete Kupferschicht (dielektrische Schicht 13
mit Metallschicht 34, die ein RCC sein kann, vgl. Abschnitt [0035] zur Fig. 2) auf,
wobei der Chip in die Harzschicht eingebettet ist und elektrisch leitende Bereiche
auf der ersten Oberflache des Harzes ausgebildet sind, die mit Kontaktelementen
des Chips verbunden sind (vgl. Fig. 5F bis 5H). Zudem sind auch hier die
elektrisch leitenden Bereiche mit einer elektrischen Verbindung verbunden, die
von der ersten zur zweiten Oberflache der Harzschicht reicht (vgl. Fig. 5H). Je-
doch bildet diese Verbindung nur teilweise die dulRere Seitenwand des Halbleiter-
bauelements, denn der Chip ist hier auf einem strukturierten Trager (Trager 11)
aufgebracht, der neben einem Kontakt fur den Chip (Die-Pad 50) Kontakte (ex-
terne Kontaktpads 51) aufweist, die als externe Kontaktelemente fur den An-
schluss der elektrischen Verbindung zu den Elektroden (Elektroden 24, 25) auf
dem Halbleiterchip dienen (Eine weitere Variation des in Fig. 2A bis Fig. 2K ge-
zeigten Fabrikationsverfahrens ist schematisch in Fig. 5A bis Fig. 51 gezeigt. Die
Differenz zwischen beiden Verfahren ist die Verwendung von strukturierten Tra-
gern 11, wie in Fig. 5A gezeigt. Die strukturierten Trager 11 konnen Die-Pads 50
und externe Kontaktpads 51 enthalten. Die strukturierten Trager 11 kbénnen Sys-
temtrager sein und kdnnen aus Metallen oder Metalllegierungen hergestellt sein,
beispielsweise Kupfer, Kupferlegierungen, Eisen-Nickel, Aluminium, Aluminiumle-
gierungen. Weiterhin konnen die strukturierten Trager 11 mit einem elektrisch lei-
tenden Material beschichtet sein, beispielsweise Kupfer, Silber, Eisen-Nickel oder
Nickelphosphor. Die Halbleiterchips 12 kdnnen an den Die-Pads 50 angebracht
sein, wie in Fig. 5B gezeigt und oben in Verbindung mit Fig. 2B beschrieben. Die
in Fig. 5C bis Fig. 51 gezeigten Fabrikationsprozesse kénnen im Wesentlichen
identisch oder ahnlich den in Fig. 2C bis Fig. 2K gezeigten Fabrikationsprozessen
sein. Die durch das Verfahren der Fig. 5A bis Fig. 51 erhaltenen Bauelemente 500
sind in Fig. 5l gezeigt. Im Gegensatz zu dem Bauelement 200 befindet sich die
Montageoberflache 38 des Bauelements 500 auf der Bodenflache des Bauele-
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ments 500. Das Die-Pad 50 funktioniert als das externe Kontaktelement 35 , das
elektrisch an die erste Elektrode 23 des Halbleiterchips 12 gekoppelt ist. Die ex-
ternen Kontaktpads 51 fungieren als die externen Kontaktelemente 36 und 37 , die
elektrisch an die zweite Elektrode 24 beziehungsweise die Steuerelektrode 25 des
Halbleiterchips 12 gekoppelt sind / Abschnitte [0048] und [0049] i. V. m. Fig. 5A
bis 51 sowie die Beschreibung zu den Fig. 2C bis ,K in den Abschnitten [0032] bis
[0042], in der insbesondere das Aufbringen des RCC-Laminats, das Einbetten des
Chips in dessen Harzschicht und die Bildung der leitenden Bereiche zum An-
schluss der Konakte auf dem Chip beschrieben wird).

Bei den mit diesem Prozess hergestellten Halbleiter-Bauelementen bildet somit
die Verbindung von der ersten zur zweiten Oberflache der Harzschicht nur zu-
sammen mit dem externen Kontaktpad (51) des Tragers (11) die &ul3ere Seiten-
wand des Bauelements, wie dies dementsprechend auch die Fig. 51 in augenfalli-
ger Weise zeigt. Insofern ist die im Anspruch 1 angegebene Ausbildung hinsicht-
lich dieses Teilmerkmals hier nicht gegeben, d. h. das Halbleiter-Bauelement nach
Anspruch 1 ist gegeniber dem Stand der Technik gemalf3 der Druckschrift D5 neu.

4.3  Die Druckschriften D1 und D2, die die Prifungsstelle im Prifungsverfahren
zur Stammanmeldung im Hinblick auf das in dieser beanspruchte Verfahren ge-
nannt hat, sind fir das Halbleiter-Bauelement nach Anspruch 1 ohne Belang und
haben dementsprechend im vorliegenden Verfahren keine Rolle gespielt.

5. Da nicht auszuschliel3en ist, dass zu dem oben diskutierten Merkmal des in
der mundlichen Verhandlung prazisierten Anspruchs 1 weiterer, auch vorvero6f-
fentlichter Stand der Technik zu berticksichtigen ist, ist eine Recherche durch die
Prufungsstelle angezeigt. Auf der Basis des dabei ggfs. ermittelten Standes der
Technik ware dann uber die Patentfahigkeit der Lehre des Anspruchs 1 zu ent-
scheiden.

6. Bei dieser Sachlage ist der Beschluss der Prifungsstelle aufzuheben und
die Anmeldung gemalf} 8 79 (3) PatG zur weiteren Recherche und Prifung auf der
Grundlage der geltenden Anspriche 1 und 2 an das Deutsche Patent- und Mar-
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kenamt zurtickzuverweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Beschwerdefuhrerin - vorbehaltlich des Vorlie-
gens der weiteren Rechtsmittelvoraussetzungen, insbesondere einer Beschwer -
das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbe-
schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden

Verfahrensmangel gertgt wird, namlich

1. dass das beschlie3ende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. dass bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Be-
fangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. dass einem Beteiligten das rechtliche Gehdr versagt war,

4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrtcklich oder stillschwei-
gend zugestimmt hat,

5. dass der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. dass der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechts-
anwalt als Bevollmachtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133
Karlsruhe, einzureichen oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt als Bevollméchtigten in elektronischer Form bei der elektronischen
Poststelle des BGH, www.bundesgerichtshof.de/erv.ntml. Das elektronische Do-

kument ist mit einer prufbaren qualifizierten elektronischen Signatur nach dem
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Signaturgesetz oder mit einer prufbaren fortgeschrittenen elektronischen Signatur
zu versehen. Die Eignungsvoraussetzungen fur eine Prifung und fir die Formate
des elektronischen Dokuments werden auf der Internetseite des Bundesgerichts-

hofs www.bundesgerichtshof.de/erv.html bekannt gegeben.

Dr. Stro3ner Brandt Dr. Friedrich Dr. Hoppe
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